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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月17日(2013.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を検出する光電変換部が形成された第１面と前記第１面とは反対側の第２面とを有す
る複数の半導体基板と、
　前記複数の半導体基板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、
　基台の上に配置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置するよう
に前記複数の半導体基板の前記第２面を支持する部材と、
を備え、
　前記部材の単体での測定における立方体の被検査物は、前記第１面に直交する方向に圧
縮した場合の前記第１面に平行な方向への伸び量が、前記第１面に平行な方向に圧縮した
場合の前記第１面に直交する方向への伸び量よりも小さいことを特徴とする放射線検出装
置。
【請求項２】
　光を検出する光電変換部が形成された第１面と前記第１面とは反対側の第２面とを有す
る複数の半導体基板と、
　前記複数の半導体基板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、
　基台の上に配置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置するよう
に前記複数の半導体基板の前記第２面を支持する部材と、
を備え、
　前記部材は、前記第１面に平行な方向への伸び量が、前記第１面に直交する方向への伸
び量よりも小さいことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項３】
　光を検出する光電変換部が形成された第１面と前記第１面とは反対側の第２面とを有す
る複数の半導体基板と、
　前記複数の半導体基板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、
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　基台の上に配置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置するよう
に前記複数の半導体基板の前記第２面を支持する部材と、
を備え、
　前記部材は、前記第１面に平行な方向における伸縮率が前記第１面に直交する方向にお
ける伸縮率よりも低いことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項４】
　前記部材は、不織布、化学繊維、及び格子状のワイヤの少なくともいずれかで形成され
た基材を含むことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項５】
　前記部材は、前記複数の半導体基板を前記基材に接着する加熱剥離型粘着層をさらに有
することを特徴とする請求項４に記載の放射線検出装置。
【請求項６】
　前記部材は、前記基材を前記基台に接着する粘着層をさらに有することを特徴とする請
求項４又は５に記載の放射線検出装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置からの信号を処理する信号処理手段と、
を備えることを特徴とする放射線撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記課題に鑑みて、本発明の一つの側面に係る放射線検出装置は、光を検出する光電変
換部が形成された第１面と前記第１面とは反対側の第２面とを有する複数の半導体基板と
、前記複数の半導体基板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレー
タ層と、基台の上に配置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置す
るように前記複数の半導体基板の前記第２面を支持する部材と、を備え、前記部材の単体
での測定における立方体の被検査物は、前記第１面に直交する方向に圧縮した場合の前記
第１面に平行な方向への伸び量が、前記第１面に平行な方向に圧縮した場合の前記第１面
に直交する方向への伸び量よりも小さいことを特徴とする。
　本発明の別の側面に係る放射線検出装置は、光を検出する光電変換部が形成された第１
面と前記第１面とは反対側の第２面とを有する複数の半導体基板と、前記複数の半導体基
板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、基台の上に配
置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置するように前記複数の半
導体基板の前記第２面を支持する部材と、を備え、前記部材は、前記第１面に平行な方向
への伸び量が、前記第１面に直交する方向への伸び量よりも小さいことを特徴とする。
　本発明の更に別の側面に係る放射線検出装置は、光を検出する光電変換部が形成された
第１面と前記第１面とは反対側の第２面とを有する複数の半導体基板と、前記複数の半導
体基板の前記第１面の上に配置され、放射線を光に変換するシンチレータ層と、基台の上
に配置され、前記複数の半導体基板の前記第１面が同一平面内に位置するように前記複数
の半導体基板の前記第２面を支持する部材と、を備え、前記部材は、前記第１面に平行な
方向における伸縮率が前記第１面に直交する方向における伸縮率よりも低いことを特徴と
する。
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